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® Halbleitervorrichtung und Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung 

@ In einer Halbleitervorrichtung mit einem Markenoff- 
nungsabschnitt (5, 15), wie zum Beispiel eine Ausrich- 
tungsmarke und eine Oberlagerungsmarke, ist ein BPSG- 
Film (7b), der durch Bemustern dieses Markenoffnungs- 
abschnittes mit einem dazwischen vorgesehenen ersten 
leitenden Film (6b) gebildet ist, durch einen zweiten lei- 
tenden Film (8b) bedeckt, und der BPSG-Film (7b) dient 
als ein Kern eines zylindrischen Speicherknotens (14) und 
wird durch ein BehandlungsprozeS mit HF-Dampf ent- 
fernt, nachdem der zweite leitende Film (8b) in einer Form 
einer Seitenwand gebildet ist, wodurch ein leitender Ver- 
unreinigungsstoff nicht zur Zeit des Entfernens des BPSG- 
Filmes (7b) abgelost wird, wodurch ein Abfall der Aus- 
beute verhindert werden kann. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitervorrich- 
tung und ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrich- 
tung. 

Speziell betrifft sie eine Halbleitervorrichtung mit einer 
Ausrichtungsmarke oder einer Uberlappungsmarke fur eine 
Kontrolle einer Uberlappungsgenauigkeit, die in einem Her- 
stellungsprozeB eines zylindrischen Speicherknotens der 
Halbleitervorrichtung einen BehandlungsprozeB mit HF- 
Dampf verwendet, und ein Herstellungsverfahren der Halb- 
leitervorrichtung. 

In einer Halbleitervorrichtung, wie zum Beispiel ein 
DRAM, in der eine Hochintegration benotigt wird, ist eine 
Mikrominiaturisierung einer Speicherzelle eine unbedingt 
notwendige Technik, und es ist neben der Mikrominiaturi- 
sierung der Elementen notwendig, die Kapazitat der Kon- 
densatoren zu erhalten. Folglich wurde ein Verfahren des 
Erhohens einer Flache von Stapelelektroden durch Ubemeh- 
men einer dreidimensionalen Struktur, wie zum Beispiel ei- 
nem Zylinder, einer Rippe oder eines Tunnels, fur die Form 
der Stapelelektroden untersucht. Ein DRAM mit einem zy- 
lindrischen Kondensator wird im folgenden beschrieben. 

Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht des zylindrischen Kon- 
densators, der eine DRAM- Speicherzelle bildet, die durch 
ein herkommliches Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 
vorrichtung gebildet ist, das in der Japanischen Patentan- 
meldung JP 6-196649 A (Hei 6-196649) beschrieben ist. 

In Fig. 9 bezeichnet 101 ein Halbleitersubstrat, bezeich- 
net 102 einen BorphosphorsiLikatglasfilm bzw. Borp- 
hosphorglasfilm (BPSG-Film), der auf einer Oberflache des 
Haibleitersubstrates 101 geschichtet bzw. gebildet ist, be- 
zeichnet 103 einen auf einer Oberflache des BPSG-Filmes 
102 durch ein CVD- Verfahren gebildeten Siliziumoxidfilrn. 
Ein Speicherknotenkontakt 104, der aus einem leitenden 
Film gebildet ist, ist durch den BPSG-Film 102 und den Si- 
liziumoxidfilm 103 derart gebildet, daG er in Kontakt mit ei- 
nem an einem Oberflachenbereich des Haibleitersubstrates 
101 gebildeten Dotierungsbereich ist. Weiter ist ein Spei- 
cherknoten 105 in einer zylindrischen Form, der sich in der 
vertikalen Richtung erstreckt und in Kontakt mit einem obe- 
ren Abschnitt des Speicherknotenkontaktes 104 ist, wahrend 
er uber einer oberen Oberflache des Siliziumoxidfilmes 103 
hangt bzw. auf ihr liegt, gebildet. Weiterhin ist auf einer 
Oberflache des Speicherknotens 105 eine obere Elektrode 
107 mit einem dazwischen angeordneten dielektrischen 
Film 106 gebildet, wobei ein zylindrischer Kondensator 108 
durch den Speicherknoten 105, den dielektrischen Film 106 
und die obere Elektrode 107 hergestellt ist. 

In einem Fall, in dern die in Fig. 9 gezeigte Halbleitervor- 
richtung gebildet wird : wird nach dern Bilden des Speicher- 
knotenkontaktes 104 ein Ieitendes Material, das einen Bo- 
denabschnitt des Speicherknotens 105 bildet, bemustert. 
Wenn ein fiir das Beinustem notwendiges Maskenmuster 
durch einen photomechanischen ProzeB gebildet wird, ist es 
unbedingt notwendig, die Oberflache des Haibleitersubstra- 
tes 101 unter Verwendung einer Ausrichtungsmarke auf 
dem Halbleitersubstrat auszurichten. Zum Erhalten der 
Halbleitervorrichtung mil einer guten Bildung ist es eben- 
falls unbedingt notwendig, eine Uberlagerungsmarke in 
dem Halbleitersubstrat 101 zu bilden und dadurch dieUber- 
lagerungsgenauigkeit zu koni.rollieren. 

Als nachstes wird das He rste LI ungs verfahren des in Fig. 9 
gezeigten zylindrischen Kondensators mit Bezug zu Fig. 
lOa-lOf beschrieben. Weiterhin wird ein Bildung s verfahren 
der Ausrichtungsmarke, die gleichzeitig gebildet wird, mit 
Bezug zu diesen Figuren als herkommliche Technik be- 
schrieben. In Fig. 10a -l()t zeigt die linke Halfte einen Spei- 
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cherzellenbereich mit einem zylindrischen Kondensator und 
zeigt die rechte Halfte einen Markenbereich mit einem Mar- 
kenoffnungsabschnitt, der eine Ausrichtungsmarke oder 
eine Uberlagerungsmarke wird. * 

5 Wie in Fig. 10a gezeigt ist, werden auf der Oberflache des 
Haibleitersubstrates 101 der BPSG-Film 102 und der Silizi- 
umoxidfilm 103 nacheinander gebildet, und ein Resistmu- 
ster 109 mit Offnungen entsprechend einem Speicherkno- 
tenkontaktloch 110 und einem Markenoffnungsabschnitt 

10 111 wird darauf gebildet. Weiterhin werden der Silizium- 
oxidfilm 103 und der BPSG-Film 102 unter Verwendung 
des Resistrnusters 109 als Atzmaske einem anisotropen At- 
zen derart ausgesetzt, daB dadurch das Speicherknotenkon- 
taktloch 110 und der Markenoffnungsabschnitt 111 gebildet 

15 werden. 

Der Offnungsdurchmesser des Speicherknotenkontakdo- 
ches 110 betragt ungefahr 0,3 urn. Der Offnungsdurchmes- 
ser des Markenoffnungsabschnittes 111 betragt ungefahr 
4 urn, und in Draufsicht weisen die Offnungsabschnitte 

20 rechteckige Form auf. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 10b gezeigt ist, das Resist- 
muster 109 entfernt, und ein mit Phosphor dotiertes Polysi- 
lizium 112 wird auf der Oberflache des Siliziumoxidfilmes 
103 derart gebildet bzw. geschichtet, dafi das Innere des 

25 Speicherknotenkontaktloches 110 geftillt wird, wodurch ein 
Speicherknotenkontakt 104 erhalten werden kann. Zu dieser 
Zeit wird das mit Phosphor dotierte Polysilizium 112 gleich- 
zeitig auf der Innenwand der Markenoffnung 111 in einer 
ahnlichen Art gebildet. Die Oberflac hen form des mit Phos- 

30 phor dotierten Poly silizi urns, das in dem Markenoffnungs- 
abschnitt 111 gebildet ist, wird entsprechend der Form des 
Markenoffnungsabschnittes 111 konkav. 

Weiterhin wird ein BPSG-Film 113 derart gebildet, daB 
eine Filmdicke entsprechend der vertikalen Abmessung des 

35 zylindrischen Kondensators erhalten wird. Ein Resistmuster 
U4a mit einer Form entsprechend einem Bodenabschnitt 
des Speicherknoten 105 und ein Resistmuster 114b mit einer 
Form, die den Markenoffnungsabschnitt 111 bedeckt, wer- 
den oberhalb des mit Phosphor dotierten Poly silizi urns 112 

40 gebildet. 

Danach werden, wie in Fig. 10c gezeigt ist, der BPSG- 
Film 113 und das phosphordotierte Polysilizium 112 einem 
Trockenatzen unter Verwendung des Resistrnusters 114a 
und des Resistrnusters 114b als Atzmaske kontinuierlich 

45 derart ausgesetzt, daB das bemusterte phosphordotierte Po- ' 
lysilizium 112a, der bemusterte BPSG-Film 113a, das be- 
musterte phosphordotierte Polysilizium 112b und der bemu- 
sterte BPSG-Film 113b, die jeweils Formen entsprechend 
den Atzmasken aufweisen. erhalten werden. 

50 Als nachstes wird, wie in Fig. lOd gezeigt ist, phosphor- 
dotiertes Polysilizium 115 solange abgeschieden bzw. ge- 
schichtet, bis es eine vorbestimmte Filmdicke aufweist, und 
weiterhin wird das phosphordotierte Polysilizium 115 einem 
anisotropen Atzen derart ausgesetzt, daB dadurch eine Sei- 

55 tenwand 115a, die aus einem leitenden Material gebildet ist, 
an den Seitenwanden des BPSG-Filmes 113a und an der 
Seite des phosphordotierten Polysilizium 112a gebildet 
wird, wie in Fig. lOe gezeigt ist. Zu der gleichen Zeit wer- 
den in dem Markenbereich Seitenwande 115b, die auf der 

60 Seite des BPSG-Filmes 113b und der Seite des phosphordo- 
tierten Polys ilizi urns 112b abgeschieden ist, gebildet, und 
dann wird eine Seitenwand 116 auf einer Oberflache des 
BPSG-Filmes 113b gebildet. 

Somit wird der zylindrische Speicherknoten 105 durch 

65 die Seitenwand 115a und das phosphordotierte Polysilizium 
U2a gebildet, und die Marke 117 wird durch die Seiten- 
wand 115b und das phosphordotierte Polysilizium 112b ge- 
bildet. 
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Als nachstes wird, wie in Fig. lOf gezeigt ist, der BPSG- 
Film 113 durch einen BehandlungsprozeB mil HF-Daiiipf 
entfernt. 

Durch Bilden des dielektrischen Filmes 106 und der obe- 
ren Elektrode 107 ist es moglich, den zylindrischen Konden- 
sator 108 herzustellen. 

Jedoch wird, wie oben erwahnt wurde, wenn die Marke 
117 in dem ProzeB des Bildens des zylindrischen Kondensa- 
tors 108 gebildet wird, die in dem vorhergehenden Schritt 
gebildete Seitenwand 116 in dem Markenbereich zur Zeit 
des Behandlungsprozesses mit HF-Dampf abgeiost, wie in 
Fig. lOf gezeigt ist Folglich gibt es eine Schwierigkeit, daB 
eine Mehrzahl von Elementen, die elektrisch isoliert sein 
sollten, kurzgeschlossen werden, wenn die abgeloste Seiten- 
wand 116 wieder auf der Speicherzelle abgeschiederi wird, 
da die Seitenwand aus einem leitenden Material gebildet ist, 
wodurch die Ausbeute abfallt. 

Weiterhin gibt es eine Schwierigkeitdes Abfalls der Aus- 
beute, die durch das Ablosen des leitenden Materiales von 
einer entsprechenden Seitenwand beim Bilden der Uberla- 
gerungsmaske verursacht ist. . 

Eine andere Technik des Bildens einer Ausrichtungs- 
marke ist in der Japanischen Patentanmeldung .TP 7-142379 
A (Hei 7-142379) beschrieben. 

Diese Technik soli den Nachteil, daB ein Schaltungsmu- 
ster in einem spateren Schritt des Bildens der Verdrahtung 
durch Abscheiden einer abgelosten Aluminiurnverbindung 
in einem aktiven Bereich kurzgeschlossen wird, durch Ver- 
hindern, daB die Aluminiurnverbindung bzw. -legierung an 
einer Innenwand der Offnung als Seitenwand zuruckbleibt, 
losen, wenn die Flache der Offnung einer Justiermarke so 
groB wie 4 urnx4 urn oder 4 umx2 urn ist. 

Entsprechend dieser Technik ist die Form der Offnung der 
Justiermarke durch Ansammeln einer Mehrzahl von Mikro- 
bffnungen gebildet, wobei die GroBe einer Seite der Mikro- 
offnungen 1 um oder weniger betragt. Der Offnungsab- 
schnitt ist in einem Stadium des Schichtens bzw. Bildens der 
Verdrahtung aus der Aluminiurnverbindung vollstandig ge- 
fiillt und die Seitenwand, die aus dem leitenden Film gebil- 
det ist, wird nicht in einem Justiermarkenbereich gebildet, 
wenn die Verdrahtung bemustert wird. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Halblei- 
tervorrichtung vorzusehen, in der eine leitende Seitenwand, 
die einen Abfall der Ausbeute verursacht, nicht gebildet 
wird, wenn ein BehandlungsprozeB mit HF-Dampf in einem 
ProzeB des Bildens einer Justiermarke zum Bilden eines zy- 
lindrischen Kondensators des DRAM und in einem ProzeB 
zum Bilden einer Uberlagerungs marke, die fur eine Kon- 
trolle der Uberlagerungsgenauigkeit verwendet wird, ver- 
wendet wird, und ebenfalls ein Herstellungsverfahren einer 
solchen Halbleitervorrichtung vorzusehen. 

Die Aufgabe wird durch die Halbleitervorrichtung des 
Anspruches 1 oder 3 oder durch das Herstellungsverfahren 
einer Halbleitervorrichtung des Anspruches 6 oder 9 gelost. 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprii- 
chen angegeben. 

Entsprechend einem ersten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist eine Halbleitervorrichtung mit einem Markenbff- 
nungsabschnitt vorgesehen, die einen ersten leitenden Film 
und einen BPSG-Film, die nacheinander an der Innenwand 
und der Bodenoberflache des Markenoffnungsabschnittes 
gebildet sind, und einen zweiten leitenden Film, der die 
Oberflache des BPSG-Filmes bedeckt, aufweist. 

Entsprechend einem zweiten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist eine Halbleitervorrichtung vorgesehen, bei der 
die maximale GroBe der Offnung in dem Markenoffnungs- 
abschnitt die gleiche ist oder groBer als das Zweifache der 
Summe der Filmdicke des ersten leitenden Filmes und der 



4 

Filmdicke des BPS G- Filmes. 

Entsprechend einem dritten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist eine Halbleitervorrichtung mit einem MarkenofF- 
nungsabschnitt, der aus einem einzelnen Mikrooffnungsmu- 

5 ster oder einem Satz von Mikrooffnungsmustern gebildet 
ist, vorgesehen, die einen ersten leitenden Film, der auf der 
Innenwand und der Bodenoberflache des Mikrooffnungs- 
musters gebildet ist, und einen zweiten leitenden Film in ei- 
ner zylindrischen Form, der durch Umgeben der auBeren Pe- 

10 ripherie des ersten leitenden Filmes und sich erstrecken in 
der vertikalen Richtung gebildet ist, enthalt, wobei die 
GroBe der Offnung des Mikrooffnungsmusters die gleiche 
ist oder kleiner als das Zweifache der GroBe des leitenden 
Filmes in der Hohenrichtung. 

15 Entsprechend einem vierten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist eine Halbleitervorrichtung entsprechend dem 
dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei 
der das Mikrooffnungsmuster der art gebildet ist, dafl es eine 
GroBe entsprechend einem in der identischen Halbleitervor- 

20 richtung gebildeten Kontaktloch aufweist. 

Entsprechend einem fiinften Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist eine Halbleitervorrichtung entsprechend des drit- 
ten Aspektes der vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei 
der das Mikrooffnungsmuster in einer schlitzahniichen 

25 Form gebildet ist. 

Entsprechend einem sechsten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ist eine Halbleitervorrichtung mit einem Stopp- 
film, der in einem Isolierfilm auf dem Substrat gebildet ist, 
einem ersten leitenden Film, der in einem Bereich gebildet 

30 ist der die Innenwand und die Bodenoberflache einer Mar- 
kenoffnung einschlieBt, und einem zweiten leitenden Film 
in einer zylindrischen Form, der durch Umgeben der auBe- 
ren Peripherie des ersten leitenden Filmes und sich ers trek- 
ken in vertikaler Richtung gebildet ist, vorgesehen. 

35 Entsprechend einem siebten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist ein Herstellungsverfahren der Halbleitervorrich- 
tung mit einem Schritt des Bildens eines Isolierfilmes auf ei- 
nem Substrat mit einem ersten Bereich und einem zweiten 
Bereich, einem Schritt des Offnens eines Kontaktloches, das 

40 in dem ersten Bereich durch den Isolierfilm hindurchgeht, 
und des Offnens eines Markenoffnungsabschnittes in dem 
zweiten Bereich, einem Schritt des Bildens des ersten leiten- 
den Filmes, mit dem das Kontaktloch gefullt wird, einem 
Schritt des Bildens eines BPSG-Filmes auf bzw. in dem er- 

45 sten leitenden Film, einem Schritt des Bildens von Atzmas- 
ken entsprechend auf einem Bereich, der das Kontakt loch in 
dem BPSG-Film bedeckt, und einem Bereich, der den Mar- 
kenoffnungsabschnitt bedeckt, einem Schritt des Bemu- 
sterns des BPSG-Filmes und des ersten leitenden Filmes 

so durch anisotropes Atzen unter Verwendung der Atzmaske 
und des Entfernens der Atzrnasken, einem Schritt des Bil- 
dens eines zweiten leitenden Filmes durch ein OVD- Verfah- 
ren, einem Schritt des Bemusterns einer Maske in einem Be- 
reich, der den Markenoffnungsbereich bedeckt, einem 

55 Schritt des Erhaltens einer aus dem zweiten leitenden Film ; 
der auf der Seite des BPSG-Filmes und der Seite des ersten 
leitenden Filmes in dem ersten Bereich abgeschieden ist, ge- 
bildeten Seitenwand durch anisotropes Atzen des zweiten 
leitenden Filmes unter Verwendung der Maske als Atz- 

60 maske und gleichzeitiges Entfernen eines in dem Bereich 
ohne die Maske in dem zweiten Bereich vorhandenen Teiles 
des zweiten leitenden Filmes, einem Schritt des Entfernens 
der Maske und einem Schritt des selektiven Ent fernens des 
BPSG-Filmes in dem ersten Bereich durch einen Behand- 

65 lungsprozeB mit HF-Dampf vorgesehen, wobei der erste lei- 
tende Film und die Seitenwand in dem ersten Bereich einen 
zylindrischen Speicherknoten bilden. 

Entsprechend einem achten Aspekt der vorliegenden Er- 
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findung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung niit einem Schritt des Bildens eines Isolierfilmes 
auf einem Substrat mit einem ersten Bereich und einem 
zweiten Bereich, einem Schritt des Offnens eines Kontaktlo- 
ches, das in dem ersten Bereich den Isolierfilrn durchdringt, 
und eines Markenoffnungsabschnittes in dem zweiten Be- 
reich, einem Schritt des Bildens eines ersten leitenden Ri- 
mes, mit dem das Kontaktloch gefiillt wird, einem Schritt 
des Bildens eines BPSG-Filmes mit einer ebenen Oberfla- 
che auf dem ersten leitenden Film, einem Schritt des Bildens 
von Atzmasken in einem Bereich, der das Kontaktloch in 
dem BPSG-Film bedeckt, und einem Bereich, der den Mar- 
kenoffnungsabschnitt bedeckt, einem Schritt des B emu- 
stems des BPSG-Filmes und des ersten leitenden Filmes 
durch ein anisotropes Atzen unter Verwendung der Atz- 
maske und des Entfernens der Atzmasken, einem Schritt" des 
Bildens eines zweiten leitenden Filmes durch ein CVD-Ver- 
fahren, einem Schritt des Bildens von aus dem zweiten lei- 
tenden Film gebildeten Seiten wanden auf den Seiten des 
BPSG-Filmes und den Seiten des ersten leitenden Filmes in 
dem ersten Bereich und dem zweiten Bereich durch Durch- 
ftihren eines anisotropen Atzens des zweiten leitenden Fil- 
mes und einem Schritt des Entfernens des BPSG-Filmes 
durch einen BehandlungsprozeB mit HF in der Dampfphase 
vorgesehen, wobei der erste leitende Film und die Seiten- 
wand in dem ersten Bereich einen zylindrischen Speicher- 
knoten bilden. 

Entsprechend einem neunten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung entsprechend dem achten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung vorgesehen, bei dem der Markenoffnungsab- 
schnitt durch eine einzelne schlitzahnliche Offnung, eine 
Mehrzahl von schtitzahnlichen Offnungen, ein einzelnes 
Mikrooffhungsmuster oder eine Mehrzahl von Mikrooff- 
nungsmustern gebildet ist und die Breite des Schlitzes der 
schtitzahnlichen Offnung oder die OffnungsgroBe des Mi- 
krooffnungsmusters in einer Draufsicht derart eingestellt ist, 
daB sie kleiner ist als das Zweifache der Summe der Filrn- 
dicke des ersten leitenden Filmes und der Filmdicke des 
BPSG-Filmes. 

Entsprechend einem zehnten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung entsprechend dem neunten Aspekt der vorliegen- 
den Erfindung vorgesehen, bei dem das Mikrooffnungsrnu- 
ster derart gebildet wird, daB es eine GroBe entsprechend ei- 
nem in der identischen Halbleitervorrichtung gebildeten 
Kontaktloch aufweist. 

Entsprechend einem elf ten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung mit einem Schritt des Bildens eines Isolierfilmes 
auf einem Substrat mit einem ersten Bereich und einem 
zweiten Bereich, einem Schritt des Bildens eines Stoppfil- 
mes in dem Isolierfilrn des zweiten Bereiches, einem Schritt 
des Offnens eines Kontaktloches. das den Isolierfilrn des er- 
sten Bereiches durchdringt, und des gleichzeitigen Offnens 
eines Markenoffnungsabschnittes in dem Isolierfilrn des 
zweiten Bereiches urn die Tie re von der Oberflache des Iso- 
lierfilmes zu der Oberflache des Stoppfilmes, einem Schritt 
des Bildens eines ersten leitenden Filmes, mit dem das Kon- 
taktloch gefullt wird, einem Schritt des Bildens eines BPSG- 
Filmes auf dem ersten leitenden Film, einem Schritt des Bil- 
dens einer Atzmaske in einem Bereich, der das Kontaktloch 
in dem BPSG-Film bedeckt, und in einem Bereich, der einen 
Bereich mit der Marke bedeckt, einem Schritt des Beinu- 
sterns durch anisotropes Atzen des BPSG-Filmes und des 
ersten leitenden Filmes unter Verwendung der Atzmasken 
und des Entfernens der Atzmasken, einem Schritt des Bil- 
dens eines zweiten leitenden Filmes durch ein CVD-Verfah- 



ren, einem Schritt des Bildens einer von aus dem zweiten 
leitenden Film gebildeten Seiten wand auf den Seiten der 
BPSG-Filme und der ersten leitenden Filme in dem ersten 
Bereich und dem zweiten Bereich unter Verwendung eines 

5 anisotropen Atzens des zweiten leitenden Filmes, einem 
Schritt des Entfernens der BPSG-Filme durch ein Behand- 
lungsprozeB mit HF in der Dampfphase vorgesehen, wobei 
der erste leitende Film und die Seitenwand in dem ersten 
Bereich einen zylindrischen Speicherknoten bilden. 

10 Entsprechend einem zwolften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung entsprechend dem elften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung vorgesehen, bei dem nach dem Schritt des Bil- 
dens der Seitenwande unter Verwendung des anisotropen 

15 Atzens in dem zweiten leitenden Film ein Uberatzen in dem 
zweiten leitenden Film derart vorgesehen wird, daB der 
zweite leitende Film um eine Filmdicke entsprechend einer 
Tiefe von der Oberflache des Isolierfilmes zu der Oberflache 
des Stoppfilmes entfernt wird. 

20 Entsprechend einem dreizehnten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung entsprechend dem siebten, achten, neunten oder 
elften Aspekt der vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei 
dem die Markenoffnung in dem zweiten Bereich als Justier- 

25 marke verwendet wird, wenn die Atzmasken in dem Be- 
reich, der das Kontaktloch in dem BPSG-Film bedeckt, und 
dem Bereich, der den Markenoffnungsabschnitt bedeckt, ge- 
bildet werden. 

Entsprechend einem vierzehnten Aspekt der vorliegenden 

30 Erfindung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung entsprechend dem siebten Aspekt, dem achten 
Aspekt, dem neunten Aspekt oder dem elften Aspekt der 
vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei dem der Marken- 
offnungsabschnitt als eine Uberlagerungsmarke fur eine 

35 Kontrolle einer Uberlagerungsgenauigkeit verwendet wird. 
Der erste Vorteil der Halbleitervorrichtung entsprechend 
der vorliegenden Erfindung ist die Beschrankung der Erzeu- 
gung von leitenden Verunreinigung, die einen Abfall der 
Ausbeute verursachen, da der BPSG-Film in dem folgenden 

40 BehandlungsprozeB mit HF-Dampf durch Bedecken des 
BPSG-Filmes in dem Markenoffnungsabschnitt durch den 
zweiten leitenden Film nicht entfernt wird. 

Der zweite Vorteil der Halbleitervorrichtung entspre- 
chend der vorliegenden Erfindung ist, daB der BPSG-Film in 

45 einem Bereich entsprechend dem Markenoffnungsabschnitt 
nicht entfernt ist und daB die Erzeugung eines Fremdstoffes, 
der einen Abfall der Ausbeute verursacht, verhindert werden 
kann, trotz einer in der Oberflache des BPSG-Filmes gebil- 
deten Stufe, die die Erzeugung des Fremdstoffes der leiten- 

50 den Seitenwand zur Zeit des Bildens des BPSG-Filmes ver- 
ursacht, da die OffnungsgroBe des Markenoffnungsab- 
schnittes mehr als das Zweifache der Summe der Filmdicke 
des ersten leitenden Filmes und der Filmdicke des BPSG- 
Filmes betragt. 

55 Der dritte Vorteil der Halbleitervorrichtung entsprechend 
der vorliegenden Erfindung ist, daB es moglich ist, die Er- 
zeugung einer leitenden Verunreinigung zu beschranken, die 
einen Abfall der Ausbeute verursacht, sogar nachdem ein 
BehandlungsprozeB mit HF-Dampf ausgefuhrt ist, wenn der 

60 Markenoffnungsabschnitt mit der Bildung des zylindrischen 
Speicherknotens gebildet wird, da die Oberflache des 
BPSG-Filmes, der ein Kern des zylindrischen Speicherkno- 
tens ist, eben gebildet werden kann. Weit.erhin ist es mog- 
lich, eine Ausrichtung und eine Kontrolle der Uberlage- 

65 rungsgenauigkeit mit einer guten raurnlichen Genauigkeit 
durchzufuhren, da das Mikrooffhungsmuster eine kleine 
OffnungsgroBe aufweist. 

Der vierte Vorteil der Halbleitervorrichtung entsprechend 
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der vorliegenden Erfindung ist, daft eine Ausrichtung und 
eine Kontrolle der Uberlagerungsgenauigkeit gut durch 
Kontrollieren der GroBengenauigkeit in der gleichen Ebene 
bzw. in dem gleichen Niveau wie eine Speicherzelle durch- 
gefuhrt werden kann, da das Mikrooffnungsmuster die glei- 
che GroBe wie die des Kontaktloches aufweist. 

Der funfte Vorteil der Halbleitervorrichtung entsprechend 
der vorliegenden Erfindung ist, daB eine Ausrichtung und 
eine Konlrolle der Uberlagerungsgenauigkeit mit guter 
raumlicher Genauigkeit" durchgefuhrt werden konnen, da 
das Mikrooffnungsmuster in einer schlitzahnlichen Form 
gebildet werden kann, und dadurch ein Abfall der Ausbeute 
unter Verwendung dieses Mikrooffnungsmusters beschrankt 
werden kann. 

Der sechste Vorteil der Halbleitervorrichtung entspre- 
chend der vorliegenden Erfindung ist, daB die Erzeugung ei- 
ner leitenden Verunreinigung, die einen Abfall der Ausbeute 
verursacht, durch im wesentlichen ebenes Bilden der Ober- 
flache des Markenoffnungsabschnittes beschrankt werden 
kann, wenn der zylindrische Speicherknoten gleichzeitig 
mit der Bildung des BPSG-Filmes als Kern gebildet wird, da 
der Markenoffnungsabschnitt in einer flachen Position, die 
von der Oberflache des Isolierfilmes zu der Oberflache des 
Stoppfilnies ist ohne Durchdringen des Isolierfilmes gebil- 
det ist. 

Der siebte Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halblei- 
tervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung ist, 
daB eine gute Halbleitervorrichtung hergestellt werden 
kann, ohne eine leitende Kontarnination von dem Marken- 
offnungsabschnitt abzulosen, und die Ausbeute wird nicht 
abfallen, sogar wenn der BPSG-Film durch den Behand- 
lungsprozeB mit HF-Dampf entfernt wird. 

Der achte Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halblei- 
tervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung ist, 
daB eine gute Halbleitervorrichtung hergestellt werden 
kann, ohne eine leitende Kontarnination von dem Marken- 
offnungsabschnitt abzulosen, und daB die Ausbeute nicht 
abfallt, sogar wenn der BPSG-Film durch den Behandlungs- 
prozeB mit HF-Dampf entfernt wird, da die Oberflache des 
BPSG-Filmes in dem Markenoffnungsabschnitt bei dem 
Herstellungsverfahren der Halbleitervorrichtung eben gebil- 
det wird. 

Der neunte Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halb- 
leitervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung 
ist, daB eine gute Halbleitervorrichtung hergestellt werden 
kann, ohne einen Abfall der Ausbeute, der durch Ablosen ei- 
ner leitenden Kontarnination von dem Markenoffnungsab- 
schnitt verursacht wird, sogar wenn der BPSG-Film durch 
einen BehandlungsprozeB mit HF-Dampf entfernt wird, da 
zusatzlich zu dem achteh Vorteil des Herstellungsverfahrens 
der Halbleitervorrichtung die Form des Markenoffnungsab- 
schnittes der Schlitz oder Mikrooffnungsmuster ist, und die 
OffnungsgroBe davon wird derart gebildet, daB die Offnung 
in einem Stadium des Bildens des BPSG-Filmes derart voll- 
standig gefullt wird, daB die Oberflache des BPSG-Filmes 
eben gebildet wird. Weiterhin ist es moglich, eine Ausrich- 
tung oder eine Kontrolle der Uberlagerungsgenauigkeit mit 
groRer Genauigkeit durchzufuhren, da das Mikrooffnungs- 
muster als die Ausrichtungsmarke oder die Uberlagerungs- 
marke verwendet werden kann. 

Der zehnte Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halb- 
leitervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung 
ist, daB eine Ausrichtung und eine Kontrolle der Uberlage- 
rungsgenauigkeit mit hoher Genauigkeit durch Kontrollie- 
ren der GroBengenauigkeit in der gleichen Ebene wie in der 
Speicherzelle unter Verwendung des Mikrooffnungsmusters 
als die Ausrichtungsmarke oder die Uberlagerungsgenauig- 
kcitsmarke durchgefuhrt werden kann, da zusat.zlich zu dem 



neunten Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halbleiter- 
vorrichtung das Mikrooffnungsmuster eine Offnung mit 
derselben GroBe wie die des Kontaktloches aufweist. 

Der elfte Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halblei- 

5 tervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung ist, 
daB eine gute Halbleitervorrichtung hergestellt werden 
kann, ohne einen leitenden Fremdstoff von dem Markenoff- 
nungsabschnitt abzulosen, wenn der BPSG-Film durch den 
BehandlungsprozeB mit HF-Dampf entfernt wird, und daB 

10 die Ausbeute nicht abfallt, da die Oberflache des BPSG-Fil- 
mes durch Bilden des flachen Markenoffnungsabschnittes 
unter Verwendung des Stoppfilmes eben gebildet werden 
kann, nachdem der BPSG-Film gebildet ist. 

Der zwolfte Vorteil des Herstellungsverfahrens der Halb- 

15 lei tervorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung 
ist, daB der leitende Film in dem BPSG-Film vollstandig 
entfernt werden kann, da der zweite leitende Film auf dem 
BPSG-Film in dem Markenbereich einem Uberatzen mit ei- 
nem AusmaB entsprechend der Tiefe des Markenoffnungs- 

20 abschnittes ausgesetzt wird, nachdem ein anisotropes Atzen 
in dem zweiten leitenden Film durchgefuhrt ist. Folglich 
kann eine gute Halbleitervorrichtung hergestellt werden, 
ohne eine leitende Verunreinigung von dem Markenoff- 
nungsabschnitt abzulosen, wenn der BPSG-Film durch den 

25 BehandlungsprozeB mit HF-Dampf entfernt wird, und die 
Ausbeute fallt nicht ab. 

Der dreizehnte und vierzehnte Vorteil des Herstellungs- 
verfahrens der Halbleitervorrichtung ist, daB der Markenoff- 
nungsabschnitt als Justiermarke oder Uberlagerungsmarke 

30 fur eine Kontrolle der Uberlagerungsgenauigkeit bei den 
Herstellungsverfahren der Halbleitervorrichtung entspre- 
chend den obigen Vorteilen sieben, acht, neun und elf ver- 
wendet werden kann. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfindung 

35 ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von Ausfuh- 
rungsbeispielen an hand der Figuren. Von den Figuren zei- 
gen: 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht zum schematischen Dar- 
stellen eines Teiles der Halbleitervorrichtung entsprechend 
40 dem Beispiel 1, 

Fig. 2 schematisch die Herstellungsschritte der Halblei- 
tervorrichtung entsprechend dem Beispiel 1, 

Fig. 3 eine Querschnittsansicht zum schematischen Dar- 
stellen eines Teiles der Halbleitervorrichtung entsprechend 
.45 dem Beispiel 2, 

Fig. 4 schematisch die Herstellungsschritte der Halblei- 
tervorrichtung entsprechend dem Beispiel 2, 

Fig. 5 eine Draufsicht der Halbleitervorrichtung entspre-, 
chend dem Beispiel 2, 
50 Fig. 6a eine Draufsicht der Halbleitervorrichtung entspre- 
chend einem Beispiel 3, 

Fig. 6b eine Draufsicht der Halbleitervorrichtung entspre- 
chend dem Beispiel 3, 

Fig. 7 eine Querschnittsansicht zum schematischen Dar- 
55 stellen eines Teiles der Halbleitervorrichtung entsprechend 
dem Beispiel 4, 

Fig. 8 schematisch die Schritte des Herstellens der Halb- 
leitervorrichtung entsprechend dem Beispiel 4, 

Fig. 9 eine Querschnittsansicht zum schematischen Dar- 
60 stellen der der Aninelderin bekannten Halbleitervorrichtung 
und 

Fig. 10 schematisch die Schritte des Herstellens der der 
Anmelderin bekannten Halbleitervorrichtung. 

65 Beispiel 1 

Fig. 1 zeigt. eine Querschnittsstruktur einer als Beispiel 1 
gebildeten Halbleitervorrichtung, wobei eine Marke einer 
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Justiermarke oder einer Marke einer Uberlappungs marke 
gezeigt. ist. 

In Fig. 1 bezeichnet 1 ein Halbleitersubstrat, bezeichnet 2 
einen Zwischenschichtisoliernlrn, der aus BPSG, das auf 
dem Halbleitersubstrat 1 gebildetbzw. geschichtet ist, gebil- 5 
det ist, und bezeichnet 3 einen Siliziumoxidfilrri, der durch 
ein CVD-Verfabren auf dem Zwischenschichtisolierfilm 2 
gebildet ist, wobei ein IsolierfiLm 4 aus dem Zwischen- 
schichtisolierfilm 2 und dem Siliziumoxidfilm 3 gebildet ist. 
Das Bezugszeichen 5 bezeichnet eine Offnung, die sich von 10 
der vorderen bzw. oberen Oberflache des Isolierfilmes 4 zu 
seiner Bodenoberflache ofTnetbzw. erstreckt und die gleich- 
zeitig mit der Offnung eines Speicherknotenkontaktloches 
in dem Halbleitersubstrat 1 gebildet wird. Beispielsweise 
weist die Offnung in einer Draufsicht eine rechteckige Form 1 5 
auf und die GroBe einer Seite betragt ungefahr einige urn. 
Die Form der Offnung kann entsprechend einer Vorrichtung, 
auf die die vorliegende Erfindung angewendet werden soli, 
geandert werden. 

Das Bezugszeichen 6b bezeichnet einen ersten leitenden 20 
Film, der aus phosphordotiertem Polysilizium, das auf der 
Bodenoberflache der Offnung 5, der Innenwand der Off- 
nung 5 und einer Oberflache des Isolierfilmes 4 der Periphe- 
rie der Offnung 5 gebildet ist, gebildet ist. Das Bezugszei- 
chen 7b bezeichnet einen auf dem ersten leitenden Film 6b 25 
gebildeten BPSG-Film. Das Bezugszeichen 8b bezeichnet 
einen zweiten leitenden Film, der aus phosphordotiertem 
Polysilizium, das derart gebildet ist, daB es die Oberflache 
des BPSG-Filmes 7b bedeckt, gebildet ist. Der erste leitende 
Film 6b, der BPSG-Film 7b und der zweite Leitende Film 8b 30 
bilden eine Marke 9. 

Der erste leitende Film 6b ist ein leitender Film, der 
gleichzeitig mit der Bildung des leitenden Materiales, das 
einen Bodenoberflachenabschnitt eines Speicherknotenkon- 
taktes und ebenfalls einen zylindrischen Speicherknoten bil- 35 
det, gebildet ist. Ahnlich ist der BPSG-Film 7b ein Film, der 
gleichzeitig mit der Bildung des BPSG-Filmes, der auf der 
Bodenoberflache eines zylindrischen Kondensators zum 
Abscheiden einer Sei ten wand, wenn ein zylindrischer Ab- 
schnitt des zylindrischen Kondensators gebildet wird, gebil- 40 
det ist, gebildet ist. Ebenfalls ist der zweite leitende Film 8b 
ein leitender Film, der gleichzeitig mit der Bildung des Ma- 
teriales, das eine leitende Seitenwand sein soil und einen 
oberen Abschnitt des zylindrischen Kondensators bildet, ge- 
bildet ist. 45 

Bei ein em ProzeB des Bildens der in Fig. 1 gezeigten 
Marke wird der BPSG-Film 7b nicht entfernt und daher wird 
eine leitende Seitenwand nicht auf einer Oberflache des 
BPSG-Filmes 7b gebildet, wodurch die Ausbeute nicht ver- 
schlechtert wird. 50 

Als nachstes wird ein Ablauf eines Herstellungsverfah- 
rens der in Fig. 1 gezeigten Halbleitervorrichtung mit Bezug 
zu Fig. 2a-2f beschrieben. Auf der linken Seite von Fig. 
2a-2f sind die Herstellungsschritte eines Speicherzellenbe- 
reiches gezeigt, und auf der rechten Seite dieser Figuren 55 
sind die Herstellungsschritte eines Markenbereiches ge- 
zeigt. 

Zuerst wird, wie in Fig. 2a gezeigt ist, ein aus BPSG ge- 
bildeter Zwischenschichtisolierfilm 2 auf einem Halbleiter- 
substrat 1 durch ein CVD- Verfahren mit Atmospharendruck 60 
derart gebildet, daB er eine Filmdicke von ungefahr 
500,0 nm (5000 A) auf weist. Ein Siliziumoxidfilm 3 wird in 
einer oberen Schicht durch ein CVD- Verfahren mit niedri- 
gem Druck (LPCVD) derart gebildet, daB er eine Filmdicke 
von ungefahr 50,0 nm (500 A) aufweist, wodurch ein Iso- 65 
lierfilm 4 erhalten wird. Als nachstes wird eirr Markenofl- 
nungsabschnitt 5 in dem Markenbereich durch Trockenar- 
zen unter Verwendung von Resislrnustern 10a, 10b gleich- 
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zeitig mit der Offnung eines Speicherknotenkontaktloches 
11 in dem identischen Halbleitersubstrat 1 gebildet. Der 
Markenoffnungsabschnitt 5 wird eine Justiermarke oder 
eine Uberlappungsmarke werden. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 2b gezeigt ist, nachdem die 
Resistmuster 10a, 10b entfernt sind, ein aus phosphordotier- 
tem Polysilizium mit einer Filmdicke von ungefahr 
100,0 nm (1000 A) bis 200,0 nm (2000 A) gebildeter, erster 
leitender Film 6 abgeschieden bzw. gebildet, und das Innere 
des Speicherknotenkontaktloches 11 wird mit diesem leiten- 
den Material gefiillt, wodurch ein Speicherknotenkontakt 
moglich wird. Weiterhin wird ein BPSG-Film 7 derart gebil- 
det, daB er eine Dicke von 400,0 nm (4000 A) bis 800,0 nm 
(8000 A) aufweist. Eine Oberflachenform des BPSG-Filmes 
7 ist entlang der Innenwand des Markenoffnungsabschnittes 
5 in derri Markenbereich. 

Weiterhin wird ein Resistfilm durch Drehbeschichten ge- 
bildet, und es werden Resistmuster 12a, 12b in dem Spei- 
cherzellenbereich bzw. in dem Markenbereich durch Photo- 
gravieren bzw. Photolithographic bemustert. Die Form des 
Resistmusters 12a entspricht einem Bodenabschnitt des zy- 
lindrischen Speicherknotens, der folglich gebildet wird. 
Weiterhin weist die Form des Resistmusters 12b eine Form 
auf, durch die der Markenoffnungsabschnitt 5 bedeckt wer- 
den kann. 

Als nachstes werden, wie in Fig. 2c gezeigt ist, der 
BPSG-Film 7 und der erste leitende Film 6 einem anisotro- 
pen Atzen ausgesetzt, das die Resistmuster 12a, 12b als Atz- 
maske bzw. nacheinander als Atzmaske verwendet, ausge- 
setzt, wodurch die ersten leitenden Filme 6a, 6b und die 
BPSG-Filme 7a, 7b entsprechend den Maskenformen erhal- 
ten werden. Die Resistmuster 12a, 12b werden entfernt. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 2d gezeigt ist, ein zweiter 
leitender Film 8, der aus phosphordotiertem Polysilizium 
gebildet ist, derart durch ein LPCVD- Verfahren gebildet, 
daB er eine Filmdicke von ungefahr 50,0—100,0 nm 
(500-1000 A) aufweist, und das Resistmuster 13 wird derart 
bemustert, daB es den Markenoffnungsabschnitt bedeckt. 

Weiter wird, wie in Fig. 2e gezeigt ist, das Polysilizium 
einem anisotropen Atzen ausgesetzt, wahrend bzw. so daB 
eine leitende Seitenwand auf der Seite des BPSG-Filmes 7a 
in dem Speicherzellenbereich derart zuruckgelassen wird, 
daB ein zylindrischen Abschnitt 8a, der den zylindrischen 
Speicherknoten 14 bildet, gebildet wird. Der zylindrische 
Speicherknoten 14 ist aus dem zylindrischen Abschnitt 8a 
und dem ersten leitenden Film 6a gebildet. In dem Marken- 
bereich wird ein Teil des zweiten leitenden Filmes 8, der in 
einem anderen Bereich als der, in dem das Resistmuster 13 
gebildet ist, vorhanden ist, durch bin Atzen entfernt, wo- 
durch der zweite leitende Film 8b mit einer Form entspre- 
chend dem Resistmuster 13 zuruckgelassen wird. Der 
zweite leitende Film 8b, der BPSG-Film 7b und der erste lei- 
tende Film 6b bilden eine Marke 9. Danach wird das Resist- 
muster 13 entfernt. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 2f gezeigt ist, ein Behand- 
lungsprozeB mit HF in der Dampfphase bzw. mit HF-Dampf 
zum selektiven Entfernen des BPSG-Filmes 7a durchge- 
fuhrt, wodurch der zylindrische Speicherknoten 14 erhalten 
wird. Dieser BehandlungsprozeB mit HF-Dampf wird unter 
einer solchen Bedingung durchgefuhrt, daB der Teil- bzw. 
Parti aidruck von HF 600 Pa betragt, der Teildruck von H 2 0 
300 Pa betragt und die Behandlung fiir fiinf Minuten durch- 
gefuhrt wird. Unter dieser Bedingung betragt eine Atzrate 
des Sitiziumoxidfilmes, der durch das CVD- Verfahren mit 
Atmospharendruck gebildet ist, 1,0 nm/min (10 A/min) und 
betragt eine Atzrate des BPSG-Filmes 1 um/min. Daher ist 
es moglich, selektiv den BPSG-Film 7a zu atzen, der als 
Kern des zylindrischen Abschnittes dient. : ohne den Zwi- 
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schenschichtisolierfilrn 2, der aus BPSG gebildet ist, das in 
dem Isolierfilm 4 enthalten ist, unterhalb des zylindrischen 
Speicherknotens 14 zu atzen. 

Bei dem BehandlungsprozeB mit HF-Dampf wird, da der 
BPSG-Filxn 7, der die Marke 9 bildet, durch den zweiten lei- 5 
tenden Film 8b bedeckt ist, der BPSG- Film 7 nicht entfernt 
und es wird keine leitende Seitenwand auf der Oberflache 
des BPSG-Filmes 7b gebildet, wodurch es moglich wird, ei- 
nen durch Ablosen einer leitenden Seitenwand zur Zeit des 
Behandlungsprozesses mit HF-Dampf bedingten Ausbeute- 10 
abfall zu beschranken, der in der herkornmlichen Technik 
auftritt. 

Ubrigens kann das aus BPSG gebildete Material durch 
andere Isoliermaterialien zum Bilden "des Zwischenschicht- 
isolierfilmes ersetzt werden. Weiterhin ist es selbstverstand- 15 
lich, das andere Komponenten durch Materi alien ersetzt 
werden konnen, die eine ahnliche Eigenschaft zu den Kom- 
ponenten aufweisen'. 

Beispiel 2 20 

In dem Beispiel 1 ist die Form des Markenoffnungs ab- 
schnittes 5, der eine Ausrichtungsmarke oder eine Uberlage- 
rungsmarke wird, beispielhaft mit eine in relativ groBen Off- 
nungsdurchmesser derart dargestellt, daB die Offnung nicht 25 
vollstandig bei der folgenden Bildung des ersten leitenden 
Film 6b gefullt wird. 

In- dem Beispiel 2 wird eine Halbleitervorrichtung be- 
schrieben, bei der einer der Markenoffnungsabschnitte ei- 
nen Offnung sdurchmesser aufweist, der. mit einern leitenden 30 
Film (entsprechend dem ersten leitenden Film 6b in Beispiel 
1), der in dem folgenden Schritt zu bilden ist, gefullt werden 
kann, und ein Satz von Offnungen, die aus einer Mehrzahl 
von Markenoffnungsabschnitten gebildet sind und eine Ju- 
stiermarke oder eine Uberlagerungs marke bilden, wird be- 35 
schrieben. 

Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht eines mit einer Marke 
in der Halbleitervorrichtung entsprechend dem Beispiel 2 
gebildeten Abschnittes, wobei das Bezugszeichen 15 Mar- 
kenoffnungsabschnitte in einer schlitz-ahnlichen Form, die 40 
in einem Isolierfilm 4 geoffnet sind, bezeichnet, wobei der 
Satz der Mehrzahl von Markenoffnungsabschnitten 15 eine 
Ausrichtungsmarke oder Uberlagerungsmarke bildet. Das 
Bezugszeichen 6c bezeichnet einen ersten leitenden Film, 
der beispielsweise aus phosphordotiertem Polysiliziurn ge- 45 
bildet ist, der das Innere der Markenoffnungsabschnitte 15 
fiillt und der auf einer Oberflache des Isolierfilmes 4 gebil- 
det ist. Das Bezugszeichen 8c bezeichnet einen zylindri- 
schen Abschnitt der beispielsweise aus phosphordotiertem 
Polysiliziurn gebildet ist, der eine Form des Umgebens des 50 
peripheren Abschnittes des ersten leitenden Filmes 6c auf- 
weist und der sich in der vertikalen Richtung erstreckt, wo- 
bei der erste leitende Film 6c und der zylindrische Abschnitt 
8c eine Marke 9 bilden. Die gleichen Bezugszeichen wie 
die, die fur die Beschreibung des obigen verwendet wurden, 55 
bezeichnen die gleichen oder ahnliche Abschnitte. 

In bzw. bei den Markenoffnungsabschnitten 15 sind eine 
Mehrzahl von Schlitzen, die sich in einer Richtung erstrek- 
ken, Seite an Seite angeordnet, wobei die Schlitzbreite von 
jeder Markenofthung kleiner ist als das Zweifache der 60 
Summe der Filmdicke des ersten leitenden Filmes 6c und 
der Filmdicke eines BPSG-Filmes (entspricht dem BPSG- 
Film 7b in Beispiel 1), die in dem folgenden Schritt gebildet. 
werden. Durch Bestimmen des ersten leitenden Filmes 6c^ 
und der Schlitzbreite der Markenoffnungsabschnitte 15 65 
kann das Innere der Markenoffnungsabschnitte 15 in der 
Stufe, bei der der erste leitende Film 6c gebildet wird. voll- 
standig gefullt. werden. Folglich ist es moglich, wie in Fig. 3 
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gezeigt ist, die Oberflache des ersten leitenden Filmes 6c 
oberhalb des Markenoffnungsabschnittes 15 eben oder im 
wesentlichen eben zu bilden, wodurch es moglich wird, ei- 
nen Abfall der Ausbeute, nachdem die folgenden Schritte 
beendet sind, zu beschranken, da eine aus einem leitenden 
Material gebildete Seitenwand, die die Schwierigkeit in der 
herkornmlichen Technik verursacht, nicht gebildet wird. 

Als nachstes wird ein Herstellungsverfahren der in Fig. 3 
gezeigten Halbleitervorrichtung mit Bezugs zu Fig. 4a^f 
beschrieben. 

Zuerst wird, wie in Fig. 4a gezeigt ist, ein Isolierfilm 4 auf 
einem Halbleitersubstrat 1, wie in Beispiel 1 , gebildet. Dann 
werden ein Resistmuster 10a mit einem Muster der Form 
des Speicherknotenkontaktloches 11 und ein Resistmuster 
10c mit einem Muster der Form des Anordnens der Mehr- 
zahl von Markenoffnungsabschnitten 15 gebildet, und der 
Isolierfilm 4 wird einem anisotropen Atzen unter Verwen- 
dung der Resistmuster 10a und 10c als Atzmaske derart aus- 
gesetzt, daB eine Ausrichtungsmarke oder Uberlappungs- 
marke, die durch die Mehrzahl der Markenoffnungsab- 
schnitte 15 hergestellt ist, und das Speicherknotenkontakt- 
loch 11 erhalten werden. 

Weiter wird, wie in Fig. 4b gezeigt ist, ein erste r lei tender 
Film 6, der aus phosphordotiertem Polysiliziurn gebildet ist, 
derart durch ein LPCVD- Verfahren, nachdem die Resistmu- 
ster 10a und 10c entfernt sind, geschichtet bzw. gebildet, 
daB er eine Filmdicke von ungefahr 100,0-200,0 nm 
(1000-2000 A) aufweist. Dann wird ein BPSG-Film 7 derart 
gebildet, daB . er eine Filmdicke von ungefahr 
400,0-800,0 nm (4000-8000 A) in bzw. auf einer oberen 
Schicht des ersten leitenden Filmes 6 aufweist. Wenn der 
BPSG-Film 7 gebildet wird, wird die Oberflache davon 
eben. In Fig. 4b ist beispielhaft ein Fall gezeigt, in dem die 
Markenoffnungsabschnitte 15 in dem Stadium, in dem der 
erste leitende Film 6 gebildet ist, vollstandig gefullt sind. Es 
ist jedoch moglich, die Markenoffnungsabschnitte 5 in ei- 
nem Stadium des Bildens des BPSG-Filmes 7 in dem fol- 
genden Schritt derart zu fullen, daB die Oberflache eben ge- 
bildet wird. In Beispiel 2 ist es moglich, die Oberflache ei- 
nes Abschnittes des BPSG-Filmes 7b entsprechend einer 
Marke 9 zu bilden, wenn die Schlitzbreite der Markenoff- 
nungsabschnitte 15 1 urn oder weniger betragt, da die Film- 
dicke des ersten leitenden Filmes 6 derart gebildet ist, daB 
sie zumindest 100,0 nm (1000 A) betragt, die Filmdicke des 
BPSG-Filmes 7 derart gebildet ist, daB sie zumindest 
400,0 nm (4000 A) betragt, und die Summe der Filmdicken 
so ist, daB sie zumindest 500,0 nm (5000 A) betragt, nach- 
dem die Markenoffnungsabschnitte 15 geoffnet sind. 

Weiterhin wird auf dem BPSG-Film 7 ein Resistmuster 
12a mit einer Form eines Bodenoberfiachenabschnittes des 
Speicherknotens 14 in einer Speicherzelle gebildet und ein 
Resistmuster 12bmit einer Form entsprechend der Marke 9 
wird in einem Markenbereich gebildet. 

Als nachstes werden, wie in Fig. 4c gezeigt ist, der 
BPSG-Film 7 und der erste leitende Film 6 aufeinanderfol- 
gend einem anisotropen Atzen unter Verwendung des Silizi- 
urnoxidfilmes 3 als Atzstopper und der Resistmuster 12a 
und 12b als Atzmaske geatzt, wodurch BPSG-Filme 7a bzw. 
7b und erste leitende Filme 6a bzw. 6c mit den Formen ent- 
sprechend den entsprechenden Atzinasken erhalten werden. 
Die Resistmuster 12a und 12b werden entfernt. 

Weiterhin wird, wie in Fig. 4d gezeigt ist, ein zweiter lei- 
tender Film 8, der beispielsweise aus phosphordotiertem Po- 
lysiliziurn gebildet ist, derart durch ein LPCVD-Verfahren 
gebildet, daB die Filmdicke ungefahr 100 : 0-200,0 nm 
(1000-2000 A) betragt. 

Weiterhin wird, wie in Fig. 4e gezeigt ist, die gesamte 
Oberflache des zweiten leitenden Filmes 8 einem anisotro- 
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pen Atzen derart ausgesetzt, daB aus phosphordotiertem Po- 
ly silizium gebildete Seitenwande an der Seite des BPSG- 
Filmes 7a und der Seite des ersten leitenden Filmes 6a und 
an der Seite des BPSG-Filmes 7b und an der Seite des ersten 
leitenden Filmes 6c, ein zylindrischer Abschnitt 8a des Spei- 
cherknotens speziell in dem Speicherzellenbereich und ein 
zylindrischer Abschnitt 8c, der die Marke 9 bildet, speziell 
in dem Markenbereich erhalten werden. 

In diesem Stadium konnen die leitenden Materialien an 
der Oberflache des BPSG-Filmes 7b vollstandig entfernt 
werden. 

Als nachstes werden, wie in Fig. 4f gezeigt ist, die BPSG- 
Filme 7a und 7b durch den in Beispiel 1 beschriebenen Be- 
handlungsprozeB mit HF-Dampf entfernt, wodurch ein zy- 
lindrischer Speicherknoten 14 in dem Speicherzellenbereich 
erhalten wird und die Marke 9, die durch den ersten leiten- 
den Film 6c und den zylindrischen Abschnitt 8c gebildet ist, 
in dem Markenbereich erhalten wird. 

Fig. 5 ist eine Draufsicht der Marke 9 in Fig. 4f, wobei 
die Mehrzahl der Markenoffnungsabschnitte 15 mit der glei- 
chen schlitzahnlichen Form Seite an Seite angeordnet sind. 

Wenn der erste leitende Film 6a, der den Bodenoberfla- 
chenabschnitt des Speicherknotens und den Speicherkno- 
tenkontakt herstellt, und der BPSG-Film 7a, der gebildet ist, 
um als zylindrischer Kern zu dienen, gebildet werden, ist es 
moglich, die Oberflache des BPSG-Filmes 7b durch Einstel- 
len der Schlitzbreite der Markenoffnungsabschnitte 15 in 
dem Markenbereich auf einen kleineren Wert als das Zwei- 
fache der Summe der Filmdicken eben zu bilden. 

Es wurde iibrigens ein Beispiel oben beschrieben, bei 
dem die Schlitzbreite der Markenoffnungsabschnitte 5 1 um 
betragt. Es muB jedoch nicht gesagt werden, daB es ebenfalls 
moglich ist, die Schlitzform auf ein fiir die Ausrichtung not- 
wendiges Muster zu andern. 

Beispiel 3 

In dem Beispiel 2 ist die Ausrichtungsmarke oder die 
Uberlagerungs marke ein Satz der Mehrzahl von Offnungs- 
abschnitten 15 in einer schlitzahnlichen Form. Der Unter- 
schied zwischen dem Beispiel 3 und dem Beispiel 2 ist, daB 
die Form der Markenoffnungsabschnitte eine GroBe ent- 
sprechend der Form der Speicherknotenkontakte, die die 
Speicherzelle bilden, in dem Beispiel 3 aufweist. 

Fig. 6a ist eine Draufsicht einer Marke 9 in einern Sta- 
dium, bei dem ein zylindrischer Abschnitt 8c gebildet ist. 
Das Bezugszeichen 6d entspricht dem ersten leitenden Film 
6c in dem Beispiel 2, der ein Film zum Fiillen der Offnungs- 
abschnitte der Markenoffnungsbereiche 16a in der Form des 
Kontaktloches ist. Die Bezugszeichen, die schon beschrie- 
ben wurden, bezeichnen gleiche oder ahnliche Abschnitte. 

Eine Mehrzahl von Markenoffnungsabschnitten 16a sind 
Seite an Seite angeordnet und bilden die Marke in einer ins- 
gesarnt rechteckigen Form. Im Fall eines 64M-DRAM ist 
der Durchmesser des Kontaktloches derart gebildet, daB er 
eine GroBe von 0,2 um bis 0,3 um aufweist und ein zulassi- 
ger Fehler betragt ± 0,05 um oder weniger. Daher ist das In- 
nere der Markenoffnungsabschnitte 16a vollstandig aufge- 
r'ullt und die Oberflache des BPSG-Filmes wird in einem 
Stadium des Bildens des ersten leitenden Filmes 6d und des 
BPSG-Filmes, der ein Kern wird, wenn der zylindrische Ab- 
schnitt des Speicherknotens in dem folgenden Schritt gebil- 
det wird, eben, wodurch eine aus einem leitenden Material 
gebildete Sei ten wand nicht auf der Oberflache des BPSG- 
Filmes 7b in dem in Fig. 4e gezeigten Stadium gebildet 
wird. 

Folglich wird die leitende Seite n wand nicht abgelost, so- 
gar obwohl der BPSG-Film, der als Kem benutzt wird, wenn 



der zylindrische Abschnitt des Speicherknotens gebildet 
wird, durch den BehandlungsprozeB mit HF-Darnpf entfernt 
wird, wodurch ein Abfall der Ausbeute verhindert werden 
kann. 

5 Weiterhin entspricht in Fig. 6a die Form der Markenoff- 
nungsabschnitte 16a der Form des Speicherknotenkontak- 
tes. Es ist jedoch, wie in Fig. 6b gezeigt ist, durch Bilden ei- 
nes Grabens bzw. einer Rille mit einer Offnungsbreite ent- 
sprechend dem Offnungsdurchmesser des Speicherknoten- 

10 kontaktloches in einer vorbestimmten Form, wobei in der 
Figur eine rechteckige Form als Markenoffnungsabschnitt 
16b als Beispiel dargestellt ist, ebenfalls moglich, eine Off- 
nung im Stadium des Bildens des ersten leitenden Filmes 6 
und des BPSG-Filmes 7 in dem folgenden Schritt vollstan- 

15 dig aufzufullen und die Oberflache davon eben zu bilden. 
Daher wird, sogar obwohl ein BehandlungsprozeB mit HF- 
Dampf durchgefuhrt wird, wenn der BPSG-Film entfernt 
wird, eine leitende Sei ten wand nicht abgelost, wodurch ein 
Abfall der Ausbeute verhindert werden kann. 

20 Weiterhin kann eine Ausrichtung mit hoher Genauigkeit 
oder eine Uberlagerungsgenauigkeitskontrolle mit hoher 
Genauigkeit durchgefuhrt werden. da die Mikrooffnung mit 
einem Offnungsdurchmesser (oder einer Offnungsbreite) so 
klein wie das Kontaktloch als Marke nofYnungs abschnitt 16a 

25 oder 16b gebildet wird, wodurch die Genauigkeit der Ab- 
messungen wie in einer Speicherzelle kontrolliert werden 
konnen. 



Beispiel 4 



30 



In den obigen Beispielen 1 bis 3 werden die Markenoff- 
nungsabschnitte 5, 15 und 16 durch Offnungslochef in dem 
Isolierfilm 4 in dem Markenbereich gleichzeitig mit der Off- 
nung des Speicherknotenkontaktloches 11 in dem Speicher- 

35 zellenbereich gebildet, und die Tiefe der Offnungen, die die 
Markenoffnungsabschnitte erzeugen, entsprechen derFilm- 
dicke des Isolierfilmes 4, namlich der Tiefe des Speicher- 
knotenkontaktloches 11. 

Das Beispiel 4 ist ein Fall, bei dem die Abmessung in der 

40 Tiefenrichtung der Offnungen, die die Justiermarke oder die 
Uberlagerungsmarke bilden, kleiner ist als die Abmessung 
in der Tiefenrichtung des Speicherknotenkontaktloches. 

Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht des Markenbereiches 
der Halbleiterspeichervorrichtung entsprechend dem Bei- 

45 spiel 4, wobei das Bezugszeichen 6e einen ersten leitenden 
Film, der in einem Markenoffnungsabschnitt 18, der dunner 
ist als das Speicherknotenkontaktloch, geschichtet bzw. ge- 
bildet ist, und dieser erste leitende Film wird gleichzeitig 
mit der Bildung eines leitenden Filmes, der den Speicher- 

50 knotenkontakt und einen Bodenabschnitt eines zylindri- 
schen Speicherknotens in dem Speicherzellenbereich bildet, 
gebildet. 

Das Bezugszeichen 17 bezeichnet einen Stoppfilm, der in 
dem Zwischenschichtisotierfilm 2 gebildet ist, der ein Atz- 

55 stopp wird, wenn der Markenoffnungsabschnitt 18 geoffnet 
wird. Bezugszeichen, die schon beschrieben wurden, be- 
zeichnen gleiche oder ahnliche Abschnitte. 

In Fig. 7 ist die Marke durch Einbetten eines Teiles davon 
in einen oberen Abschnitt der Otfnung gebildet, da der Mar- 

60 kenoffnungsabschnitt 18 nicht derart gebildet ist, daB er den 
Isolierfilm 4 durchdringt, und die Tiefe des Markenoff- 
nungsabschnittes entspricht einer Tiefe eines Teiles des Iso- 
lierfilmes' 4, das oberhalb des St.oppfilmes 17 gebildet ist. 

. Folglich wird die Oberflache des ersten leitenden Filmes 6e, 

65 der die Marke 9 bildet, relativ eben und die Oberflache eines 
Filmes, der einem BPSG-Film, der als Kem eines zylindri- 
schen Abschnittes des Speicherknotens diente, entspricht 
und der darauf zu bilden ist, wird ebenfalls relativ eben ge- 
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bildet. Folglich wird eine Seitenwand, die aus einem leiten- 
den Material gebildet. ist. nicht auf der Oberflache des 
BPSG-Filmes in dem folgenden Schritt gebildet. Daher ist 
es moglich, ein Abfall der Ausbeute in dem Herstellungs- 
prozeB der Halbleitervorrichtung zu beschranken. 5 

Als nachstes wird ein HersteLlungsverfahren der Halblei- 
tervorrichtung mil der Marke 9, die in Fig. 7 gezeigt ist, mit 
Bezug zu Fig. 8 beschrieben. 

Zuerst wird, wie in Fig. 8a gezeigt ist, ein Stoppfilm 17, 
der aus dotiertem Polysilizium gebildet ist, in einem Zwi- 10 
schenschichtisoiierfilm 2, der aus BPSG gebildet ist, in dem 
Markenbereich gebildet. Der Stoppfilm 17 kann beispiels- 
weise durch Bemustern eines leitenden Materiales, das in ei- 
nem Schritt des Bildens einer Wortverdrahtung oder einer 
Bitverdrahtung (nicht gezeigt) zu bilden ist, erhalten wer- 15 
den. Es ist eben falls moglich, den Stoppfilm 17 neu zu bil- 
den. Beispielsweise wird der Stoppfilm 17 derart angeord- 
net, daB die Filmdicke eines oberhalb des Stoppfilmes 17 
angeordneten Teiles des Isolierfilmes 4 in einem Stadium, 
bei dern der Zwischenschichtisoherfilm 2, der aus BPSG ge- 20 
bildet ist, der Stoppfilm 17 und ein Siliziumoxidfilm 3 gebil- 
det sind, 100,0 nm (1000 A) wird. 

Als nachstes wird ein Markenoffnungsabschnitt 18 in 
dem Markenbereich gleichzeitig mit der Offnung eines 
Speicherknotenkontaktloches 11 gebildet. Zu dieser Zeit 25 
wird ein Atzen an der Oberflache des Stoppfilmes 17 ge- 
stoppt, und der Markenoffnungsabschnitt 18 mit einer Tiefe 
von ungefahr 100,0 nm (1000 A) von der Oberflache des 
Isolierfilmes 4 wird geoffnet. 

Als nachstes werden, wie in Fig. 8b gezeigt ist, die fur das 30 
Offnen des Kontaktloches verwendeten Resistmuster 10a 
und 10b entfernt, und ein erster leitender Film 6, der aus 
Phosphor dotiertem Polysilizium gebildet ist, wird durch ein 
LPCVD-Verfahren derart gebildet, daB er eine Filmdicke 
von ungefahr 100,0-200,0 nm (1000-2000 A) aufweist. 35 

Weiterhin wird ein BPSG-Film 7 derart gebildet, daB er 
erne Filmdicke von ungefahr 400,0-800,0 nm (4000-8000 
A) aufweist. Zu dieser Zeit ist eine in dem Markenbereich an 
der Oberflache des BPSG-Filmes 7 gebildete Stufe relativ 
klein, namlich kleiner als 100,0 nm (1000 A). 40 

Danach werden beispielsweise eine Photomaske und ein 
Halbleitersubstrat 1 unter Verwendung des Markenoff- 
nungsabschnittes in dem Markenbereich als Ausrichtungs- 
marke zum Bemustem eines Resistmusters 12a entspre- 
chend einem Bodenabschnitt des Speicherknotens und eines 45 
Resistmusters 12b entsprechend einem Bereich des Bedek- 
kens des MarkenofTnungsabschnittes 18 in dem Markenbe- 
reich in dem BPSG-Film 7 registriert. 

Weiterhin werden, wie in Fig. 8c gezeigt ist, der BPSG- 
Film 7 und der erste leitende Film 6 einem anisotropen At- 50 
zen unler Verwendung der Resistmuster 12a und 12b als 
Atzmaske derart ausgesetzt, daB die BPSG-Filme7a,7b und 
die erste n leitenden Filme 6a, 6b entsprechend den Forrnen 
der Resistmuster erhalten werden. Dann werden die Resist- 
muster 12a und 12b entfernt. 55 

Als nachstes wird, wie in Fig. 8d gezeigt ist, phosphordo- 
tiertes Polysilizium derart durch ein LPCVD-Verfahren ab- 
geschieden, daB eine Filmdicke von ungefahr 
100,0 nm-200,0 nm (1000-2000 A) erhalten wird, wodurch 
,ein zweiter leitender Film 8 erhalten wird. 60 

Weiterhin wird, wie in Fig. 8e gezeigt ist, der zweite lei- 
tende Film einem anisotropen Atzen ausgesetzt, wodurch 
eine zylindrische Seitenwand 14 durch Bilden eines zylin- 
drischen Abschnittes 8a, der auf der Seite des ersten leiten- 
den Fi lines 6a und der Seite des BPSG-Filmes 7a in einer 65 
seii.enwandahnlichen Form in dem Speicherzellenbereich 
abgeschieden ist, erhalten wird und gleichzeitig die Marke 9 
durch Bilden eines zylindrischen Abschnittes 8c, der auf der 
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Seite des ersten leitenden Filmes 6e und der Seite des 
BPSG-Filmes 7b in einer seitenwandahnlichen Form in dem 
Markenbereich abgeschieden ist, erhalten wird. 

Zu dieser Zeit wird auf der Oberflache des BPSG-Filmes 
7b eine Stufe ,entsprechend der Tiefe der Offnung des Mar- 
kenofTnungsabschnittes 18 erzeugt, wobei die maximale 
GroBe der Stufe in diesem Fall ungefahr 100,0 nm (1000 A) 
betragt. Obwohl es von einem Neigungswinkel dieses Ober- 
flachenstufenabschnittes abhangt, wann der zweite leitende 
Film 8 an diesem Stufenabschnitt in einer seitenwandahnli- 
chen Form zuriickgelassen wird, kann der zweite leitende 
Film 8 durch Durch fuhren des anisotropen Atzens beziiglich 
des zweiten leitenden Filmes 8 unter einer Bedingung des 
Durchfuhrens eines Uberatzens von 100,0 nm (1000 A) oder 
mehr vollstandig entfernt werden, wodurch eine Bildung der 
leitenden Seitenwand auf dem BPSG-Film 7b, die einen Ab- 
fall der Ausbeute verursacht, beschrankt werden kann. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 8f gezeigt ist, der BPSG- 
Film 7a, der ein Kern des zylindrischen Speicherknotens 14 
ist, durch Anwenden des Behandlungsprozesses mit HF- 
Dampf entfernt, und gleichzeitig wird der BPSG-Film 7b in 
dem Markenbereich entfernt^ wodurch die Ausrichtungs- 
marke oder die Uberlagerungsmarke, die in Fig. 7 gezeigt 
ist, erhalten werden kann. 

Wie oben beschrieben wurde, wird entsprechend dem 
Beispiel 4 der Stoppfilm 17 in dem Isolierfilm 4 als ein Atz- 
stopper derart gebildet, daB die Tiefe der Offnung des Mar- 
kenofTnungsabschnittes 18 in dem Schritt des Offnens des 
MarkenofTnungsabschnittes 18 gleichzeitig mit dem Bilden 
des Speicherknotenkontaktloches 11 klein wird. Folglich ist 
es, sogar obwohl der Markenoffnungsabschnitt 18 gleich- 
zeitig mit dem Offnen des Speicherknotenkontaktloches 11 
geoffnet wird, moglich, den Markenoffnungsabschnitt 18 
derart zu bilden, daB er flach wird und daB die Oberflachen- 
forrn des oberhalb des MarkenofTnungsabschnittes 18 gebil- 
deten BPSG-Filmes 7b im wesentlichen eben wird, wodurch 
es fur den zweiten leitenden Film 8 schwierig wird, als Sei- 
tenwand auf der Oberflache des BPSG-Filmes 7b zu verblei- 
ben, wenn die leitende Seitenwand als zylindrischer Ab- 
schnitt 8a des zylindrischen Speicherknotens 14 gebildet 
wird. Weiterhin wird der zweite leitende Film 8 einem Uber- 
atzen in Abhangigkeit der Offnungstiefe des MarkenofT- 
nungsabschnittes 18 ausgesetzt, wodurch ein Verunreini- 
gungsstoff des leitenden Filmes nicht in dem BPSG-Film 7 
verbleibt, wodurch ein Abfall der Ausbeute beschrankt wer- 
den kann. 

In diesem Beispiel 4 ist ein Fall beschrieben, bei dem der 
MarkenofTnungsabschnitt 18 durch eine einzelne, relativ 
groBe Offnung gebildet ist. Es muB jedoch nicht gesagt wer- 
den, daB der Markenoffnungsabschnitt durch einen Satz ei- 
ner Mehrzahl von relativ kleinen Offnungen gebildet wer- 
den kann. Speziell kann die Form des MarkenofTnungsab- 
schnittes 18 effektiv in einem Fall verwendet werden, bei 
dem die Oberflache der Offnung eine so groBe GroBe auf- 
weist, daB die Oberflache in einem Stadium des Bildens des 
ersten leitenden Fi lines 6e und des BPSG-Filmes 7b, die 
beide oberhalb des MarkenofTnungsabschnittes gebildet 
sind, nicht eben ist. 

Ebenfalls ist das phosphordotierte Polysilizium beispiel- 
haft als das Material beschrieben, das den Stoppfilm 17 bil- 
det. Es ist jedoch nicht auf phosphordotiertes Polysilizium 
beschrankt und andere Materialien, wie zum Beispiel Poly- 
zid und ein Siliziuinnilridfilm, konnen verwendet werden, 
solange es ein. Material mit' einem Selektivitatsverhaltnis 
von drei oder mehr zur Zeit des Durchfuhrens des Atzens 
zum Offnen des Speicherknotenkontakdoches 11 ist. 
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1. Halbleitervorrichtung mit einem Markenoffnungs- 
abschnitt (5), mit 

einem ersten leitenden Film (6b) und einem BPSG- 5 
Film (7b), die nacheinander auf der Innenwand und der 
Bodenoberflache des Markenofmungsabschnittes (5) 
gebildet sind, und 

einem zweiten leitenden Film (8b), der die Oberflache 
des BPSG-Filmes (7b) bedeckt. 10 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 
rnaximale GroBe der Offnung in dem Markenoffnungs- 
abschnitt (5) die gleiche ist oder grofler als das Zweifa- 
che der Summe der Filmdicke des ersten leitenden Fil- 
mes (6b) und der Filmdicke des BPSG-Filmes (7b). 15 

3. Halbleitervorrichtung mit einem Markenoffnungs- 
abschnitt, der aus einem einzelnen Mikrooffnungsmu- 
ster (15) oder einem Satz von mehreren Mikrooff- 
nungsmustern (15) gebildet ist, mit 

einem ersten leitenden Film (6c), der auf der Innen- 20 
wand und der Bodenoberflache des Mikrooffhungsmu- 
sters (15) gebildet ist, und 

einem zweiten leitenden Film (8c) in einer zylindri- 
schen Form, der derart gebildet ist, daB er die auGere 
Peripherie des ersten leitenden Filmes (6c) umgibt und 25 
sich in der vertikalen Richtung erstreckt, 
wobei die GroBe der Offnung des Mikrooffnungsmu- 
sters (15) die gleiche ist oder kleiner als das Zweifache 
der GroBe des zweiten leitenden Filmes (8c) in derHo- 
henrichtung. 30 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, bei der das 
Mikrobffnungsmuster (15) derart gebildet ist, daB es 
eine GroBe entsprechend einem in der identischen 
Halbleitervorrichtung gebildeten Kontaktloch auf- 
weist. 35 

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, bei 
der das Mikrobffnungsmuster (15) eine schlitzahnliche 
Form aufweist 

6. Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung 
mit 40 
einem Schritt des Bildens eines Isolierfilmes (2) auf ei- 
nem Substrat (1) mit einem ersten Bereich und einem 
zweiten Bereich, einem Schritt des Offnens eines Kon- 
taktloches (11), das den Isolierfilm (2) in dem ersten 
Bereich durchdringt, und des Offnens eines Markenoff- 45 
nungsabschnittes (5) in dem zweiten Bereich, einem 
Schritt des Bildens des ersten leitenden Filmes (6), mit 
dem das Kontaktloch (11) gefiillt wird, 

einem Schritt des Bildens eines BPSG-Filmes (7) auf 
dem ersten leitenden Film (6), 50 
einem Schritt des Bildens einer Atzmaske (12, 12b) auf 
dem BPSG-Film (7) in einem das Kontaktloch (11) be- 
deckenden Bereich und in einem den Markenoffnungs- 
abschnitt (5) bedeckenden Bereich, einem Schritt des 
B emu sterns des BPSG-Filmes (7) und des ersten lei- 55 
tenden Filmes (6) durch ein anisotropes Atzen unter 
Verwendung der Atzmaske n (12a, 12b) und des Entfer- 
nens der Atzmasken (12a, 12b), 

einem Schritt des Bildens eines zweiten leitenden Fil- 
mes (8) durch ein GVD-Verfahren, 60 
einem Schritt des'Bemusterns einer Maske (13) in ei- 
nem Bereich, der, den Markenoffnungsabschnitt (5) be- 
deckt, 

einem Schritt des Erhaltens einer aus dem zweiten lei- 
tenden Film (8), der auf der Seite des BPSG-Filmes (7) 65 
und der Seite des ersten leitenden Filmes (6a) in dem 
ersten Bereich abgeschieden ist, gebildeten Seitenwand 
(8a) durch ein anisotropes Atzen des zweiten leitenden 



Filmes (8) unter Verwendung der Maske (13) als Atz- 
maske und des gleichzeitigen Entfernens eines in dem 
Bereich ohne der Maske (13) in dem zweiten Bereich 
vorhandenen Teiles des zweiten leitenden Filmes (8), 
einem Schritt des Entfernens der Maske (13) und 
einem Schritt des selektiven Entfernens des BPSG-Fil- 
mes (7a) in dem ersten Bereich durch einen Behand- 
lungsprozeB mit HF in der Dainpfphase, wobei 
der erste leitende Film (6a) und die Seitenwand (8a) in 
dem ersten Bereich einen zylindrischen Speicherkno- 
ten (14) bilden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6. bei dem die Markenoff- 
nung (5) in dem zweiten Bereich als Ausrichtungs- 
marke verwendet wird, wenn die Atzmasken (12a, 12b) 
in dem Bereich, der das Kontaktloch (11) in dem 
BPSG-Film (7) bedeckt, und in dem Bereich, der den 
Markenofmungsabschnitt (5) bedeckt, gebildet wer- 
den, 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, bei dem der 
Markenoffnungsabschnitt (5) als eine Uberlagerungs- 
marke fur eine Kontrolle der Uberlagerungsgenauig- 
keit verwendet wird. 

9. Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung 
mit 

einem Schritt des Bildens eines Isolierfilmes (2) auf ei- 
nem Substrat (1) mit einem ersten Bereich und einem 
zweiten Bereich, einem Schritt des Offnens eines Kon- 
taktloches (11), das den IsolierfUni (2) in dem ersten 
Bereich durchdringt, und eines Markenbffnungsab- 
schnittes (15) in dem zweiten Bereich, 
einem Schritt des Bildens eines ersten leitenden Filmes 
(6), mit dem das Kontaktloch (11) gefiillt wird, 
einem Schritt des Bildens eines BPSG-Filmes (7) mit 
einer ebenen Oberflache auf dem ersten leitenden Film 
(6), 

einem Schritt des Bildens einer Atzmaske (12a, 12b) 
auf dem BPSG-Film (7) in einem Bereich, der das 
Kontaktloch (11) bedeckt, und in einem Bereich, der 
den Markenoffnungsabschnitt (5) bedeckt, 
einem Schritt des Bemusterns des BPSG-Filmes* (7) 
und des ersten leitenden Filmes (6) durch ein anisotro- 
pes Atzen unter Verwendung der Atzmasken (12a, 12b) 
und des Entfernens der Atzmasken (12a, 12b) 
einem Schritt des Bildens eines zweiten leitenden Fil- 
mes (8) durch ein CVD- Verfahren, 
einem Schritt des Bildens von aus dem zweiten leiten- 
den Film (8) gebildeten Seitenwanden (8a, 8c) auf den 
Seiten des BPSG-Filmes (7a, 7b) und den Seiten des 
ersten leitenden Filmes (6a, 6c) in dem ersten Bereich 
und dem zweiten Bereich durch Durchfuhren eines an- 
isotropen Atzens des zweiten leitenden Filmes (8) und 
einem Schritt des Entfernens des BPSG-Filmes (7) 
durch einen BehandlungsprozeB mit HF in der Dampf- 
phase, wobei der erste leitende Film (6a) und die Sei- 
tenwand (8a) in dem ersten Bereich einen zylindri- 
schen Speicherknoten (14) bilden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem 

der Markenoffnungsabschnitt (15) durch eine einzelne 
schlitzfomtige Offnung, eine Mehrzahl von schlitzfor- 
inigen Offnungen, ein einzelnes Mikrooflfnungsmuster 
oder eine Mehrzahl von Mikrobffnungsmuster gebildet 
ist, und 

die Breite des Schlitzes der schlitzformigen Offnung 
oder die OffnungsgroBe des Mikrooffnungsriiusters in 
einer Draufsicht derart eingestellt wird, daB sie kleiner 
wird als das Zweifache der Summe der Filmdicke des 
"ersten leitenden Filmes (6) und der Filmdicke des 
BPSG-Filmes (7). 
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11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das Mikro- 
offnungsmuster (15) derart gebildel wird, da6 es eine 
dem Kontaktloch (11) in der identischen Halbleitervor- 
richtung entsprechende GroBe aufweist. 

12. Verfahren nach einem der A nsp rue he 9 bis 11, bei .5 
dem die Markenoffnung in dem zweiten Bereich als 
Ausrichtungsmarke verwendet wird, wenn die Atzmas- 
ken (12a, 12b) in dem Bereich, der das Kontaktloch 
(11) in dem BPSG-Film (7) bedeckt, und in dem Be- 
reich, der den Markenoffnung sabschnitt (15) bedeckt, 10 
gebildet werden. 

13. Hers tellungs verfahren nach einem der Anspriiche 
9 bis 12, bei dem der Markenoffnung sabschnitt (15) als 
eine Uberlagerungsmarke fiir eine Kontrolle einer 
Uberlagerungsgenauigkeit verwendet wird. 15 
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